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(57) Abstract: A method of producing an epitaxially coated semi-
Fi g. 1 conductor wafer of monocrystalline silicon, comprising: providing a
melt of silicon in a crucible; pulling a single crystal of silicon from a
surface of the melt with a pulling speed v by the CZ method, where-
in oxygen and boron are incorporated into the single crystal and the
concentration of oxygen in the single crystal is not less than 6.4 x

10'7 atoms/cm® and not more than 8.0 x 10'7 atoms/cm®, and the
resistivity of the single crystal is not less than 10 mQcm and not
more than 25 mQcm, and wherein the melt is not doped with ni-
trogen and/or carbon, applying a CUSP magnetic field to the melt

entlly-
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;\ " 7 during the pulling of the single crystal of silicon, surrounded by a
§ § ‘é gv §§ heat shield; controlling the pulling speed v and an axial tempera-
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§ § @ i N 4 ture gradient G at the phase boundary between the single crystal and
7 { \;:\ f"ﬁ;’.\“ the melt, in such a way that the quotient v/G is not less than 0.13
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§§& l@“’“‘ ;E% 10 mm?/°C min and not more than 0.20 mmZ/"C min; heating the single
s §§ —— —— Eg crystal by means of an annular heater which is disposed above the
B § T T 5§ RS melt and surrounds the single crystal; producing a substrate wafer of
o '\"*5:,‘5 3@%& :3:223: monocrystalline silicon with a polished lateral surface by process-
L UNSSS=55||[Bi ing the singlo crystal of slicon: e
B !l‘i\\&%&@" ;:35% B ing the single cry §ta1 of silicon; and depositing an epitaxial layer of
B N \\'§\ J silicon on the polished lateral surface of the substrate wafer, where-
6 § g  in the depositing of the epitaxial layer is the first heat treatment in

the course of which the substrate wafer is heated to a temperature
of not less than 700°C.

i (57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung einer epitak-
tisch beschichteten Hableiterscheibe aus einkristallinem Silizium,
umfassend: das Bereitstellen einer Schmelze aus Silizium in einem
Tiegel; das Ziehen eines Einkristalls aus Silizium von einer Ober-
fliache der Schmelze mit einer
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Ziehgeschwindigkeit v geméih der CZ-Methode, wobei Sauerstoff und Bor in den Einkristall eingebaut werden und die Konzentration

von Sauerstoff im Einkristall nicht weniger als 6,4 x 107 Atome/cm® und nicht mehr als 8,0 x 10" Atome/cm® betragt und die
Resistivitdt des Einkristalls nicht weniger als 10 mQcm und nicht mehr als 25 mQcm ist, und wobei auf ein Dotieren der Schmelze
mit Stickstoff und/oder Kohlenstoff verzichtet wird; das Anlegen eines CUSP-Magnetfelds an die Schmelze wahrend des Ziehens
des Einkristalls aus Silizium, der von einem Hitzeschild umgeben ist; die Regelung der Ziehgeschwindigkeit v und eines axialen
Temperaturgradienten G an der Phasengrenze zwischen dem Einkristall und der Schmelze derart, dass der Quotient v/G nicht weniger

als 0,13 mm?/°C min und nicht mehr als 0,20 mm?/°C min ist; das Erhitzen des Einkristalls mittels eines ringférmigen Heizers, der {iber
der Schmelze angeordnet ist und den Einkristall umgibt; das Herstellen einer Substratscheibe aus einkristallinem Silizium mit einer
polierten Seitenfliche durch Bearbeiten des Einkristalls aus Silizium; und das Abscheiden einer epitaktischen Schicht aus Silizium auf
der polierten Seitenflache der Substratscheibe, wobei das Abscheiden der epitaktischen Schicht die erste Warmebehandlung ist, im
Verlauf derer die Substratscheibe auf eine Temperatur von nicht weniger als 700 °C erhitzt wird.




